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前言

　　在应对期末考试和研究生入学考试过程中，很多学生反映半导体器件物理概念多、公式多、图表
多，涉及基础知识面广，物理现象纷纭复杂，应对考试困难。
为了帮助学生学习半导体器件物理课程，有效地应对考试，我们编写了本书，作为与普通高等教育“
十一五”国家级规划教材《半导体器件物理（第二版）》（孟庆巨、刘海波、孟庆辉编著，科学出版
社2009年11月第六次印刷）配套使用的教学辅导资料。
　　全书共分为11章，包括：半导体物理基础、PN结、双极结型晶体管、金属一半导体结、结型场效
应晶体管和金属一半导体场效应晶体管、金属一氧化物一半导体场效应晶体管、电荷转移器件、半导
体太阳电池和光电二极管、发光二极管和半导体激光器。
教材中标有*号的阅读或选讲章节未予包括。
　　本书将《半导体器件物理（第二版）》的基本内容分解为知识点归纳、基本概念与问题、理论推
导与命题证明、图表解析与应用和习题解答五个知识模块做了详细的解读，以期达到帮助学生掌握半
导体器件的基本结构、基本工作原理、基本性能参数和基本制造工艺进而培养学生举一反三、触类旁
通、发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力的教学要求。
其中基本概念与问题、理论推导与命题证明、图表解析与应用几乎包括《半导体器件物理（第二版）
》中出现的全部概念、理论推导和图表（器件结构示意图、能带图、载流子分布示意图、等效电路图
和特性曲线图等）。
因此，本书是对《半导体器件物理（第二版）》的详细解读。
建议读者将本书与《半导体器件物理（第二版）》同时使用。
　　考虑到学生已经学习过半导体物理课程，因此，第1章（两个课时）仅对半导体物理的主要知识
作了简要的复习，对于半导体器件物理需要而在半导体物理课中介绍很少或没有介绍的知识作了补充
，对半导体器件物理所使用的与半导体物理中使用的不一致的物理量符号作了介绍。
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内容概要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材《半导体器件物理（第二版）》（孟庆巨、刘海波、
孟庆辉等编著）的配套教学辅导资料。
全书共分为11章，内容包括：半导体物理基础、PN结、双极结型晶体管、金属一半导体结、结型场效
应晶体管和金属一半导体场效应晶体管、金属一氧化物一半导体场效应晶体管、电荷转移器件、半导
体太阳电池和光电二极管、发光二极管和半导体激光器。
书末还给出了近几年吉林大学“微电子学与固体电子学”国家重点学科研究生入学考试试题及参考答
案。
    本书可供电子科学与技术、微电子学、光电子技术等专业师生在半导体器件物理课程的教学中使用
，也可供有关工程技术人员和科研工作者参考。
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章节摘录

　　解光电二极管的基本工作原理是基于反偏压结（PN结、肖特基结、异质结等1的少子抽取作用。
光照使结的空间电荷区内和扩散区内产生大量的非平衡载流子。
这些非平衡载流子被内建电场和反偏压电场漂移，形成大的反向电流——光电流。
这个光电流与入射光强度成正比，比结的反向饱和电流大得多。
光电流与入射光的频率密切相关，因此，光电二极管能把光信号变成电信号，达到探测光信号的目的
。
　　7.列出光电二极管和太阳电池的共同点和三个主要差别。
　　解共同点是二者都是利用光生伏打效应把光能转换成电能的器件。
由于二者用途不同，有以下三个主要差别：①.PN结光电二极管工作时要加反偏压，太阳电池不加偏
压。
②光电二极管用于探测某一确定频率的光，因此，制造光电二极管的材料的禁带宽度要与该光的频率
相应，即等于探测光子能量；对于太阳电池，人们关心的是获得大的转换效率。
③对于光电二极管，除获得大的量子效率和响应度以外，更要求其具有足够的响应速度（带宽）。
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编辑推荐

　　《半导体器件物理学习与考研指导》特点：　　国家级精品课程教材《半导体器件物理(第二版)
》的配套教学辅导教材。
　　全面覆盖学科知识点的同时，提纲挈领地突出其中的知识要点。
　　答疑解惑，包括基本概念的深入阐释、重点理论的推导与命题证明、主要图表的分析与应用、习
题的详尽解答。
　　包含2006—2009吉林大学相关专业硕士研究生入学考试试题与答案。
　　教指委推荐用书
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